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[57]申請專利範圍
1.　一種靜電放電保護電路，其係包含：一矽控整流器；一第一 CMOS反相器，其係電性連
接該矽控整流器；一第一電晶體，其係具有一第一端、一第二端及一第三端，該第一端

係電性連接該矽控整流器及該第一 CMOS反相器；一電流鏡，其係電性連接該第一電晶
體之該第三端使得該第一電晶體可開啟及關閉該電流鏡以避免一漏電流被該電流鏡放

大；一 PMOS電容，其係電性連接該電流鏡；以及一電阻，其係電性連接該第一 CMOS
反相器、該第一電晶體之該第二端及該 PMOS電容。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電保護電路，其中該第一電晶體之該第一端係為閘
極端，該第二端係為汲極端，該第三端係為源極端。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電保護電路，其中該電流鏡係具有一第三電晶體及
一第四電晶體，該第三電晶體之閘極端係電性連接該第三電晶體之汲極端、該第四電晶

體之閘極端及該 PMOS電容，該第四電晶體之汲極端係電性連接該第一電晶體之第三
端。

4.　如申請專利範圍第 3項所述之靜電放電保護電路，其中該 PMOS電容係具有一第四端、
一第五端及一第六端，該 PMOS電容之該第四端係電性連接該電流鏡之該第三電晶體及
該第四電晶體，該第五端及該第六端係電性連接該第一電晶體之該第二端、該第一 CMOS
反相器及該電阻，其中該第四端係為閘極端，該第五端係為汲極端，該第六端係為源極

端。

5.　如申請專利範圍第 4項所述之靜電放電保護電路，其中該 PMOS電容另具有一體極端，
該體極端係電性連接該第 PMOS電容之汲極端及該 PMOS電容之源極端。

6.　如申請專利範圍第 4項所述之靜電放電保護電路，其中該第一 CMOS反相器係具有一第
五電晶體及一第六電晶體，該第五電晶體之閘極端及該第六電晶體之閘極端係電性連接

該第一電晶體之第二端、該 PMOS電容之汲極端、該 PMOS電容之源極端及該電阻，該
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第五電晶體之汲極端係電性連接該第六電晶體之汲極端、該矽控整流器及該第一電晶體

之第一端。

7.　如申請專利範圍第 3項所述之靜電放電保護電路，其中該 PMOS電容係具有一第四端、
一第五端及一第六端，該 PMOS電容之該第四端係電性連接該第一電晶體之第二端、該
第一 CMOS 反相器及該電阻，該 PMOS電容之第五端及第六端係電性連接該電流鏡之該
第三電晶體及該第四電晶體。

8.　如申請專利範圍第 7項所述之靜電放電保護電路，其中該第一 CMOS反相器係具有一第
五電晶體及一第六電晶體，該第五電晶體之閘極端及該第六電晶體之閘極端係電性連接

該第一電晶體之第二端、該 PMOS電容之閘極端及該電阻，該第五電晶體之汲極端係電
性連接該第六電晶體之汲極端、該矽控整流器及該第一電晶體之第一端。

9.　如申請專利範圍第 6或 8項所述之靜電放電保護電路，其中該矽控整流器係包含一 P型
井及一形成於該 P型井之 P+ 觸發端，該 P+ 觸發端係電性連接該第五電晶體之汲極端、
該第六電晶體之汲極端及該第一電晶體之第一端。

10.   如申請專利範圍第 8項所述之靜電放電保護電路，其另具有一第二 CMOS反相器，該第
二 CMOS反相器係具有一第七電晶體及一第八電晶體，該第七電晶體之閘極端及該第八
電晶體之閘極端係電性連接該第五電晶體之汲極端、該第六電晶體之汲極端及該第一電

晶體之第一端，該第七電晶體之汲極端及該第八電晶體之汲極端係電性連接該矽控整流

器。

11.   如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電保護電路，其中該矽控整流器係可為一基體觸發
之矽控整流器(Substrate Triggered Silicon Controlled Rectifier,STSCR)。

圖式簡單說明

第 1圖：依據本發明之第一較佳實施例，一種靜電放電保護電路之電路圖。
第 2圖：依據本發明之第一較佳實施例，該靜電放電保護電路於模擬靜電放電現象下之

曲線圖。

第 3圖：依據本發明之第一較佳實施例，該靜電放電保護電路於模擬電源開啟暫態電壓
之曲線圖。

第 4圖：依據本發明之第二較佳實施例，該靜電放電保護電路之電路圖。
第 5圖：依據本發明之第二較佳實施例，該靜電放電保護電路於模擬電源開啟暫態電壓

之曲線圖。

第 6圖：習知靜電放電保護電路之電路圖。
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